Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Elétrica e Eletronica

Eletronica Basica — EEL 5346
Recuperacao - 2014/2 (09/12/2014)

Questao 1: [3,5 pontos] Dado o circuito a seguir, determine: (a) corrente no resistor Ry; (b) faixa
de valores de v; para a qual ndo ha saturac@o na saida do amplificador operacional. Assuma: que

o amplificador operacional € ideal a menos da limitacdo de saida em fun¢do da tensdo de

alimentacio; Vcc e Vee sdo valores positivos; v; pode possuir valores positivos e negativos.
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Questao 2: [3,0 pontos] Trace a curva v; X v, para o circuito a seguir. Indique no grafico todos os
pontos de quebra e apresente os célculos e explicagdes associados. Assuma que v; pode variar
entre 0 e 12V e que o diodo pode ser representado por uma chave em série com uma fonte de
tensdo. Dados: Ri=R,=R3=100Q; V,1=V,2=V,3=3V; Vp=0,6V
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Questio 3: [3,5 pontos] Dado o circuito a seguir, determine o ganho de tensdo A,=v,/v; em fungao
dos componentes do circuito. Assuma que os pardmetros de pequenos sinais dos dois transistores

sdo conhecidos.
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FORMULARIO

e MOSFET refor¢o (enriquecimento, acumulagdo, intensificacio):
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® Modelo de pequenos sinais do MOSFET .

Modelo de pequenos sinais para o

reforco: 14=IVal/Ip; gu=K-(Vis-Vr) transistor NPN:  gn=Ico/vr;  12=P/gm;
ro=Va/lc; vi=25mV
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¢ Modelo de Ebers-Moll para o transistor

NPN: vr=25mV
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